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超伝導体細線を用いた光子やイオンなどの粒子検出器は、高速動作、高感度、低雑音などの点

で従来型の検出器を上回る特性を示すことから精力的に研究されている。このような優れた性能

を実現するためには、イオン検出器の場合は幅 300 nm程度、光子検出器の場合は幅 100 nm以下

の細線が必要とされる。これまで NbNなどを検出器用に細線加工する研究が精力的に行われてき

たものの[1]、超伝導転移温度(Tc)が低いという欠点がある。そこで、高い Tcを有する MgB2や銅

酸化物超伝導体の細線加工も試みられてきたが[2-4]、これらは細線化することで超伝導特性が劣

化してしまうことが課題である。一方、近年発見された鉄系超伝導体については、粒子検出器応

用に向けた細線加工の取り組みがまだほとんど行われていない。そこで我々は、鉄系超伝導体の

中でも最も高い Tc (= 56 K)を有するNdFeAs(O,F)薄膜の細

線加工及び物性評価を行った。 

NdFeAs(O,F)薄膜は分子線エピタキシー法によって

MgO基板上に膜厚 40 nmで成長させた[5]。この薄膜を用

いて、i 線ステッパー及び Ar イオンミリングによって、

最小で幅 0.35 m×長さ 10 mの細線を作製した。Fig. (a)

に示すように、細線加工による Tcの劣化はほとんど見ら

れなかった。また、Fig. (b)に示すように臨界電流密度(Jc)

は 4 Kにおいて 1.3 MA/cm2を示し、十分に高い Jcを維持

していることが分かった。この結果は、NdFeAs(O,F)では

加工プロセスによる劣化の影響が、他の高温超伝導体ほど

問題にはならない可能性を示唆している。 
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Fig. (a) Temperature dependence of the 

resistivity, and (b) current density (J) 

dependence of the electric field (E) of 

the fabricated wire. The data of the 

as-grown film are also shown in (a). 
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